
































专利名称(译) 薄膜晶体管阵列基板，包括该薄膜晶体管阵列基板的有机发光显示装置，以及制造该薄膜晶体管阵列基板
的方法
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KIM JEONG HWAN
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KIM, JEONG-HWAN

IPC分类号 H01L27/12 H01L27/32

CPC分类号 H01L27/1259 H01L27/3248 H01L27/124 H01L27/1255 H01L27/3276 H01L51/5253

优先权 1020130059257 2013-05-24 KR

其他公开文献 US9184188

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

薄膜晶体管（“TFT”）阵列基板包括：TFT，包括有源层，栅电极，源电
极，漏电极，设置在有源层和栅电极之间的第一绝缘层，以及第二绝缘
层绝缘层设置在栅电极和源电极和漏电极之间;像素电极，包括透明导电
氧化物，并设置在第二绝缘层中限定的开口中;电容器，包括：第一电
极，设置在其上设置有源层的层上;以及第二电极，设置在其上设置有栅
电极的层上;焊盘电极，设置在第二绝缘层上，并包括与源电极和漏电极
中的材料基本相同的材料;第一保护层设置在焊盘电极上;第二保护层设置
在第一保护层上。
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